TIPO MIXTO MODELO D

Nota: Esta parte del examen es de caracter eliminatorio y la nota minima necesaria
para corregir la pregunta tedrico/practica de desarrollo es de 4 sobre 10. Cada
respuesta correcta se puntua con 2 puntos sobre 10, las incorrectas restan 1 punto
y las respuestas en blanco no puntuan. El peso del test en la nota final de la Prueba
Presencial es del 30%.

1. De los 4 pares de expresiones dados a continuacion ¢Cual es el que
corresponde a las expresiones duales del Teorema de Adyacencia?

a) A+A=1, AA=0

b) AB+AB=A, (A+BJA+B)-A
c) AB+A=B, (A+B)A=B

d AB+A=A (A+B)A=A

2. De los 4 grupos de palabras binarias de 6 bits, ¢cual es el que
corresponde a la representacion del numero decimal 31, en Binario
puro, C-2 y BCD?

a)  Binario: 100000, C-2: 011110, BCD (8421): 010011
b) Binario: 011111, C-2: 011111, BCD (8421): 110001
c) Binario: 011111, C-2: 100001, BCD (8421): 011111
d)  Binario: 011111, C-2: 100001, BCD (8421): 110001

3. ¢Cuales son las expresiones generales de la suma y del acarreo de
un semi-sumador realizado so6lo con puertas NAND?

a) S :X/ B A Ei G = A B
b) S :ZE' A B, C. = A B,
C) S/ :XI B/ Ai El 1 C/+1 = A/ B/
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4. De los 4 cronogramas dados ¢4cual es el que representa el
funcionamiento del circuito implementado con biestables J-K
disparados a las bajadas (flancos negativos o de bajada) de los
pulsos del reloj?
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5. La figura adjunta muestra el Diagrama de Transicion de Estados
un autémata finito. ¢ Cual es su Matriz Funcional?

de

SO(t+At) S1(t+A) S2(t+At) S3(t+At) SO(t+Al) S1(t+Al) S2(t+At) S3(t+At)
so) [ X 0 X so) [ X 0 X 0
siy| 0 0 1 S1| o 0 X X
s20| o X X S2()) g 0 X X
SR 0 X SO g X X 0
a) b)

SO(t+At) S1(t+At) S2(t+At) S3(t+Atf) SO(t+At) S1(t+At) S2(t+At) S3(t+At)
SO(t) X 0 X So(t) X 0 X 0
S1(t) 0 0 1 S1(Y) 0 X 0 X
00 0 x 200 0 X o0
S3(1) — —

0 X X S3W) 0 X 0 X

c) d)
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PREGUNTA TEORICO/PRACTICA de DESARROLLO

Nota 1: El peso de este apartado en la nota final de la Prueba Presencial es del
70%.

Nota 2: Siempre que se pida realizar un disefio es imprescindible obtener las
expresiones logicas de las sefales de salida en funcidn de las de entrada y de las
de control, si las hubiere, y no se valorara el hecho de poner el circuito
directamente. El diserio debe hacerse usando las tablas de verdad y/o los métodos
de disefno de circuitos secuenciales o razonando de forma logica las expresiones
obtenidas.

Diseno de una “mini-memoria” de 3 bits a partir de biestables J-K y de los
circuitos necesarios para su direccionamiento, escritura y lectura de las
palabras de 3 bils. La escritura en la mini-memoria se realiza en paralelo,
es decir, se escribe en las tres celdas a la vez, mientras que la lectura se
hace secuencialmente, de forma que cada 4 pulsos de reloj se cierra el
ciclo completo de escritura y lectura.

El diagrama de bloques del circuito a disenar es el que se muestra en la
siguiente figura:

Palabra de “Mini-memoria” ~ Palabra
enirada de—— - 3 bits de salida
3 bits ﬁ de 3 bits
Reloj R Circuito de
direccionamiento, escritura
y lectura

PASOS a SEGUIR y CUESTIONES a RESPONDER:

1- Diseno de la celda de memoria.

1.1.Disene una celda de memoria usando un biestable J-K y las
puertas y ‘“buffers drivers” que sean necesarias para su
direccionamiento, lectura y escritura, teniendo en cuenta la tabla
funcional de la figura adjunta.

1.2. Dibuje el circuito de la celda resultante.

1.3.Dibuje el circuito de la mini-memoria de tres bits uniendo tres
celdas como la disenada.
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Linea de direccién: D;—| Celda D; | W, Funcion
Y. de r— 0 | 0 | No direccionada (alta Z)
Habil . . .
esciﬁLfaa/?;%?uOr/:' W,_’ Memoria | Dafo d_e 0 | 1 | No direccionada (alta Z)
Y () |salida:Si 1770 |Direccionada para Leer
Dato de entrada: Xi—>L____ 1 | 1 | Direccionada para Escribir
Reloj: Ck Z= impedancia

2. Circuito de direccionamiento de la memoria.

Este circuito esta formado por un contador y un circuito adicional
para que la escritura de la memoria sea en paralelo y la lectura sea de
forma secuencial. Es decir, con un pulso de reloj se escribe la palabra
digital en las tres celdas a la vez (un bit de la palabra en cada una de
las celdas). Con cada uno de los tres pulsos siguientes se lee una de
las tres celdas de forma secuencial. Primero se lee el contenido de la
celda 0 mientras que la salida de cada una de las otras celdas, 1y 2,
presentan alta impedancia. Con el siguiente pulso de reloj se lee la
celda 1 mientras las otras celdas presentan alta impedancia y con el
cuarto pulso se lee la celda 2 y las otras dos presentan alta
impedancia. Esta secuencia se repite cada 4 pulsos de reloj de forma
indefinida, segun se muestra en la siguiente figura:

P oy IO oy O oy SR o oy S oy B
Escribe en Leecelda 0. Lee celdal. Leecelda2 Escribeen Leecelda0 Leeceldal .....
las 3 Celdas 1 y2 Celdas Oy 2 CeldasOy1 las3 Celdas 1 y2 CeldasOy?2
celdas alta Z alta Z alta Z celdas alta Z alta Z

2.1.Elija el tipo de contador, sincrono o asincrono, que considere mas
adecuado, justifique su respuesta y realice el disefio de dicho
contador.

2.2.Disene y dibuje el circuito adicional para que realice las
operaciones de escritura y lectura descritas anteriormente.

3. Circuito Completo

3.1.Dibuje el circuito completo resultante del diseno a nivel de sus
componentes elementales (biestables, puertas, etc).
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